
ЕТФ у Београду, Катедра за електронику 

2011 - колоквијум 

Основи електронике    

Колоквијум: 19. 11. 2011. 
Трајање колоквијума: 120 минута 
Одговорни наставник и асистент: Р. Ђурић и Г. Савић 

Презиме, име и број индекса: __________________________________________________________ 

1.  
a) [1] Написати израз за струју полупроводничке диоде  D Di f v . 

б) [1] Написати израз за струју дрејна NMOS транзистора са дугим каналом у засићењу 

 ,D GS DSi f v v . 

в) [1] Написати израз за струју дрејна NMOS транзистора са кратким каналом у засићењу 

 ,D GS DSi f v v . 

г) [1] Написати услове под којима NMOS транзистор са кратким каналом ради у засићењу. 

д) [3] За директно поларисани асиметрично допирани p n  спој нацртати дијаграме концентрација 
мањинских носилаца у функцији растојања од споја. 

ђ) [3] За инверзно поларисани асиметрично допирани p n  спој нацртати зависност 
капацитивности области просторног товара у функцији напона инверзне поларизације. 
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2. 
а) [2] Укратко објаснити у чему је разлика између слабе инверзије, јаке инверзије и умерене 
инверзије у MOS транзистору. 
б) [3] Нацртати преносне карактеристике засићеног NMOS транзистора са дугим индукованим 

каналом  
DS
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 . 

в) [2] На истом дијаграму, при истом напону гејт-сорс, нацртати излазне карактеристике 
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  транзистора са дугим и са кратким каналом.  

г) [3] Укратко објаснити DIBL ефекат. Написати израз за напон прага NMOS транзистора са 
кратким каналом у функцији напона сорс-основа и дрејн-сорс  ,T SB DSV f V V . 
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